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MCP8365D——同步降压调节器

一、概述

MCP8365D是一款高效的同步降压DC-DC转换器，最大能够提供2.5A的负载电流。

MCP8365D的工作输入电压范围是4.5V至38V。芯片内部集成主开关和同步开关，具有非常低

的RDSON，可有效降低传导损耗。

MCP8365D采用了峰值电流模控制架构。开关频率通过一个外部电阻进行调节，调节范

围是500kHz～2MHz。在轻载模式下，芯片的超低功耗有效的提高了芯片的效率。芯片内部

有软启动电路，能限制电路启动时的浪涌电流。

MCP8365D采用TSOT23-8封装。

二、特征

低的导通阻抗（上管/下管）:110/70mΩ；

输入电压：4.5-38V；

最大负载电流：2.5A；

内部补偿；

内部集成软启动功能，可限制浪涌电流；

开关频率范围：500kHz～2MHz；

1.5%，0.6V的参考电压；

静态功耗低；

逐流峰值电流；

短路保护、过热保护、自动恢复功能；

AEC-Q100认证，适用于汽车电子；

RoHS
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应用领域：
 机顶盒

 液晶电视

 笔记本

 存储器

 高功率AP路由器

三、 管脚描述

图3-1 MCP8365D的管脚分布图
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表3.1 管脚说明

PIN 符号 说 明

1 FB

输出反馈端。该管脚连接到输出端的两个分压电阻的中

间节点（如图 3-1 所示），控制输出电压的大小

）211（6.0Vout RR

2 FS

频率控制端。该管脚通过一个电阻接地，电阻决定开关

频率，范围是：500kHz～2MHz。开关频率计算公式是：

kHz/R10F FS
5

SW  ，电阻单位是 KΩ。

3，4 GND 地

5 IN 输入端。输入与地之间通过一个陶瓷电容（≥4.7uF）耦合

6 LX 电感接入端（输出端）。管脚应与电感的开关节点连接。

7 BS 自举升压端。通过一个 10nF 的陶瓷电容与 LX 连接。

8 EN 使能控制。En 为高电平时，芯片工作。不允许浮接

图3-2 MCP8365D典型应用电路
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四、电参数

表4.1 TA=25℃时，最大额定范围

备注：器件长时间放置在温度超过以上最大额定值的环境中，会影响器件的可靠性。

以上最大额定值都为绝对值，只要其中一个参数超出以上最大值，就可能会引起永

久性损坏。

如无特别说明，表4.2的标准值适用图3-2的典型应用电路，其中VIN=12V，VOUT=5V，

COUT=47uF，TA=25℃，IOUT=1A

参 数 符 号
数 值

单 位 备 注
Min Typ Max

电源电压 VIN -0.3 - 38 V

LX，FB，EN，

FS电压
-0.3 - 38 V

BS-LX电压 -0.3 4 V

功 耗 PD 2 W TA=25℃

热 阻
θ JA 60.2 °C/W

θ JC 11.2 °C/W

最大结温 Tj - - 150 ℃

管脚焊接温度 260 ℃

存储温度 Tstg -40 - 150 ℃
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表4.2 MCP8365D的电特性

参 数 符 号
数值

单 位 备 注
Min Typ Max

输入电压 VIN 4.5 38 V

静态电流 IQ 20 uA
IOUT=0，VFB=VREF×

105%

关断电流 ISHDN 1 4 uA EN=0

反馈参考电压 VREF 0.59 0.6 0.61 V

反馈端输入电流 IFB -50 50 nA VFB=VIN

上管导通电阻 RDS（ON）1 0.11 Ω

下管导通电阻 RDS（ON）2 0.07 Ω

上管最大

导通电流
ILIM，TOP 4 6.8 A

EN开启阈值电压 VENH 1.5 V

EN关闭阈值电压 VENL 0.8 V

输入欠压保护

阈值电压
VUVLO 4.2 V

欠压保护

迟滞电压
VHYS 0.2 V

开关工作频率 FOSC 500 kHz RFS=200K

震荡频率精度 -15 15 %FOSC

最小开启时间 80 ns

最小关闭时间 120 ns

软启动时间 tss 1 ms

过热保护 TSD 150 ℃

过热保护迟滞

温度
THYS 15 ℃
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五、典型参数曲线图

图5-1 VOUT=5V时能效与负载电流关系图 图5-2 VOUT=5V时负载瞬态特性图

图5-3 启动波形图Ⅰ 图5-4 关断波形图Ⅰ
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图5-5 启动波形图Ⅱ 图5-6 关断波形图Ⅱ

图5-7 短路保护波形图Ⅰ 图5-8 关断时波形图
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图5-9 输出纹波

六、应用

MCP8365D是一款高效的同步降压调节器，最大负载电流是2.5A。芯片输入电压范围广：

4.5V～38V。芯片内部集成了集成了导通阻抗很小的上开关和下开关，有效减少开关损耗和

传导损耗。

MCP8365D采用峰值电流模架构。开关频率通过一个外部电阻控制，频率范围由500kHz

到2MHz。在轻载模式下，芯片进入超低功耗模式，有效提高能效。芯片启动时，内部软启

动电路限制了浪涌电流。

应用信息:

MCP8365D具有很高的集成度，有效的简化了芯片的应用电路。参考典型应用电路，需

要一个输入电容CIN，输出电容COUT，输出电感L和电阻分压器（R1和R2）。

电阻分压器R1和R2:

输出电压由R1和R2决定，如图6-1所示。为了减少在轻载模式下的功耗，建议选用大阻

值的R1和R2（10kΩ≤R1或R2≤1MΩ）。如果Vout等于3.3V，R1等于100K,根据公式6.1，可

得R2等于22.1K：



同步降压稳压器 MCP8365D

http: //www.michip.cn Rev.2.1 2018-5-239

1R
V6.0-V

V6.0
R

OUT

2  （6.1）

图6-1 电阻分压器

输入电容CIN：

通过输入电容CIN的纹波电流如公式6.2：

)1(II OUTRMS_CIN DD  (6.2)

为了减少噪声干扰，应该在IN和GND管脚之间放置一个标准的X5R或者更高等级的陶瓷

电容CIN，同时要注意减少该环路的面积，建议使用标称值为4.7uF的低阻抗陶瓷电容。

输出电容COUT：

输出电容主要用来减少输出纹波噪声。选用输出电容时，应同时考虑输出端稳定状态

时的纹波和瞬态响应。建议使用X5R或者更高等级的陶瓷电容，标称值应大于等于22uF。

输出电感L：

输出电感L的选用，应考虑下面3点因素。

1）电感大小由纹波电流的大小决定。纹波电流的应为最大电流的40%。电感的计算公

式如公式6.3：

%40IF

)VV-1（V
L

MAX,OUTSW

MAX,INOUTOUT


 （6.3）

FSW是开关频率，IOUT，MAX是最大负载电流。
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MCP8365D可以接受不同的纹波电流幅值，所以实际电感值与理论值有偏差，并不会明

显的影响性能。

2）在满载的情况下，电感的饱和电流必须大于流过电感的峰值电流：

L


SW

MAX，INOUTOUT
MAX，OUTMIN，SAT

F2

）VV-1（V
II （6.4）

3）在芯片的开关频率范围内，电感的DCR（直流内阻）和铁损应最小，才能提高能效。

建议选用DRC<50mΩ。

外部自举升压电容:

电容为芯片内部的高边MOSFET提供栅极驱动电压。建议选用10nF的低阻抗陶瓷电容。

如图6-2所示

图6-2 自举升压电容

负载瞬态响应注意事项：

MCP8365D内部集成了补偿器件，有效提升了芯片的稳定性和瞬态响应能力。在某些应

用，将一个22pF的陶瓷电容与R1并联在一起，可以进一步提升芯片的瞬态响应能力，建议

在电流瞬态变化较大的应用中使用该方案，如图6-3所示
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图6-3 输出端外围电路

布局设计：

MCP8365D的外围布局设计比较简单。为了实现最佳的能效和最小的噪声，以下器件应

尽量靠近芯片：CIN，L，R1和R2。

1）为了使PCB具有良好的散热和抗噪声能力，建议PCB板的地线面积尽可能大。如果条

件允许，尽量使用一层板作为GND。

2）CIN必须靠近IN和GND管脚，同时减少CIN和GND形成的环路面积。

3）与LX管脚连接的铜线面积应最小化，以避免噪声问题。

4）器件R1和R2，以及它们与FB管脚的连线，都不能靠近LX管脚及其信号，以避免噪声

问题。

5）在芯片处于关断状态时，如果芯片的EN与PCB的接触阻抗较高，同时IN直接与电源

（如锂离子电池）连接，建议在EN与GND之间加一个1MΩ的下拉电阻，以防止噪声干扰导致

芯片误启动。



同步降压稳压器 MCP8365D

http: //www.michip.cn Rev.2.1 2018-5-2312

七、封装规格

7.1、TSOT23-8封装尺寸
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八、 订购信息

订购信息

型 号 封 装 最小包装

MCP8365D TSOT23-8 3k/盘
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